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MATEPHAIL NONYNPOBOAHUKOBLIE

TePMMHE M ONPEACNEHHR OCHOBHBIX 3NEKTPOhHIMUECKHX FOCT

napamerpos 22622-—77

Semiconductor materials
Terms and definitions of

Nocranornenrem TocypapcTaeHHOro KomuTera <¢raHgaproB CoBera MuNuCTPOB
‘CCCP ot 18 mrona 1977 r. N2 1755 cpok BReicHUS YCTAHOBNEH

¢ 01.07 1978 r.

- Hacroammu# crangapr ycraHaBauBaeT MPHMeHsieMble B HayKe, TeX-
HHKe ¥ NIPOM3BOJCTBEe TePMHHBI H ONpefeseHHs] CCHOBHBIX NMOHATHHA MO-
JIYIPOBOJAHHKOBEIX MaTepPHAJOB.

TepMHHB, YyCTaHOBJEHHblE HACTOALIMM CTaHIapTOM, 00A3aTeJbLHEL
JJg TpHMEHEHHS B JOKYMeHTalHH BceX BHAOB, yueGHHKAX, YYeOHBIX
nocoOusax, TeXHuueckoll u cupaBounoi autepatype. [IpuBenenubie on-
pelesieHUsT MOXKHO, NPH HeoOXOAUMOCTH, U3MeRsITh N0 GOpMe H3/10XKe-
HHH, He JOMycKasl HapyIIeHKHS KPaHull IOHSATHH.

Hasi KaxXpaoro MOHATHS YCTAHOBJEH OAMH CTaHAAaPTH30BAaHHBIH
‘TepMuH, HegonycTuMble K MPUMEHEHHIO TEPMHHBI-CHHOHHMBL IPHBEe-
HBl B CTQHIApTe B KayeCTBE COPABOUHBLIX H 0603HaueHH «Ham».

Idna oTmenbHBIX CTAHZ2PTH30BAHHEIX TEPMHUHOB B CTAHAApTe NpH-
BeJlleHbl B KaueCTBe CI'PABOUYHBIX KpaTKue (OPMBEI, KOTOphle paspelia-
‘€TCAd NPUMEHATDh B CAyuadax, HCK/JIIOUAIOIWIHX BO3MOXKHOCTb HX PasJuy-
HOTO TOJKOBaHHA. .

B craHmapre B KauecTBe CHPaBOUHBIX NPHBEAEHBl HHOCTPAHHBIE
SKBHBAJIEHTHl CTAHJapTH3yeMblX TepMHHOB Ha HemeukoMm (D), aur-
guiickom (E) u ¢ppanuysckom (F) si3plKax.

B crammapre npuBeleHbl aJ(aBUTHbBIE YKa3aTeJH cOLepKallluxcs
B HeM TEPMHHOB HA DYCCKOM fI3blKe M HX HHOCTPaHHHEE 2KBHBAJEHTHL.

CranaapTH30BAHHBIE TePMHHBI HaOpaHB NOJYXHPHBIM WPHOTOM,
X KpaTkas $dopma CBeTJBIM, & HeAONYCTHMLIE CHHOHHUMHI ~— KypCH-
BOM.

B craHpapre mpHBeleHO COpaBouyHOe IIPUJIOXKEHHe, ColepiKallee
o0nirne noHATHA QU3UKKM TBEPAOrO Teja, NMPHMEHseMbe K IOJYNPOBOX-
HHKAaM.

~ M3nanme ohuumanbHoe NepeneyaTtka socnpelyeHa

*
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3.

'C.ﬂ

10.

11.

. TloAynpoBOAHHKOBLIA MaTepHaN

D. Halbleiter Werkstoff
E. Semiconductor material
F. Materiau semi-conducteur

MonynpoBosHuk

Marepuan, npenHasHAuYeHHBIA AN HCIOJbe
30BaHHA €r0 NOJIYINPOBOAHHKOBRIX CBOHCTR

[Io TOCT 19880--74

BHbl H COCTOAHHA NOJYNPOBOAHUKOB

Npocroli noaynposoxnux

D. Einfachhalbleiter

E. Simple semiconductor
(Pure semiconductor)

F. Semi-conducteur simple

CHoXKHBIE NOAYNPOBONHUK

D. Verbindungshalbleiter
Zusammengesetzier Halbleiter

E. Compound semiconductor

F. Semi-conducteur compose

JNeKTPOHHBIA NOJAYNPOBOAHAK
D. n-type Halbleiter

E. Electronic Semiconductor
F. Semi-conducteur type n

JABIpouHBIA MONYDPOBOLHHK
D. Defekthalbleiter

E. Acceptor semiconductor
F. Semi-conducteur par trous

IIpumecHBIfi NMOJYNPOROIHAK
D. Stérhaibleiter

E. Extrinsic semiconductor

FF. Semi-conducteur extrinséque

Co6cTBeHHBI  TMONYNPOBOAHHK
D. Eigenhalbleiter

E. Intrinsic semiconductor

F. Semi-conducteur intrinséque

BuIpoXAeHHbIH NONYNPOBOJAHHK
D. Entarteter Halbleiter

E. Degenerated semiconductor
F. Semi-conducteur dégénéré

HepbipokieHnblfi MOAYNPOBOLHUK
D. Unentarteter Halbleiter

E. Non-degenerated semiconduc-
tor

YacTHYHO KOMIEHCHPOBAHHWH WO~

JYNPOBOJHUK

E. Compensated semiconductor

ITonynpoBoAHHK, OCHOBHOH COCTaB KOTO-
poro o6pa3oBaH aToOMaMH OAHOTO XHMHYe-
CKOro 3JieMeHTa

IMoaynpoBoAsuK, OCHOBHOM COCTaB KOTO-
poro o6pasoBaH aToMaMH JBYX WJIH Gojb-
HIero YHuCaIa XUMHUECKHX 3Je€MeHTOB

[TonrynpoBONHHAK, 3J€KTPONPOBOAHOCTE KO-
TOporo oGycsaoBJeHa B OCHOBHOM nepeMe-
LEHHEM 3JEKTPOHOR NPOBOAHMOCTH

[TonynpoBoAHHK, 3JIEKTPONPOBOAHOCTL KO-
TOpOro oOyCJaoBJIeHAa B OCHOBHOM HepeMe-
IMEHHEM JHPOK INPOBOAUMOCTH

[ToaynpoBOAHHK, 3JIEeKTPOTNPOBOLHOCTE KO-
TOPOTQ ONPEALASETCS IPHMECTMH

Tonynporonunx, He cojepiKaluil npuMe-
ceﬁ, BJAHSIOUNINX HA €ro 3JeKTpPOoIpOBOA-
HOCTb

[lonynposoannk, yposenb PepMu B KOTO-
POM  pacrojoxeH B 30He IPOBONHMOCTH
HJIH B BaJICHTHOH 30HE, HJH Ke B 3amnpe-
LIIEHHOH 30He Ha PacCTOAHHW OT TpaHHL
YKa3aHHBIX 30H, MeHbleM KT,

[ToaynpoBoannx, yposenb ®PepMH B KOTO-
POM pacosoXeH B 3aNpelleHHOH 30He Ha
pPacCTOAHHH OT ee rpanuu, 6ogabteMm KT

IlpuMechnlit nOJYNpOBOZHHK, 9JCKTPOHHAA
(AblpoYHasi) NPOBOAMMOCTH KOTOPOTO Yac-
THYHO KOMMNEHCHPOBAaHA JHIPOYHOH (37eKT-
PDOHHOH) NPOBOANMOCTBLIO NpHMeceH



TepMuH Onpenelenue
12, CkoMnencHpOBaHHBIA 10ayRnpo- IlpuMecHHHE NONYOPOBORHHK, B KOTOPOM B
BOJXHHK HOPMAaJBHEIX  YCJAOBHAX  KOHUEHTDALHH

D. Kompensierter Halbleiter

E. Full compensated semiconduc-
tor
F. Semi-conducteur compense

2JICKTPOHOB NPOBOANWMOCTH
BOAHMOCTH CIJHHAKJBH

H AHPOX Opo-

OCHOBHBIE 3JEKTPO®U3INYECKHUE NAPAMETPbI NMOJYNPOBOAHUHKOB

13.
14,

15.

16.

17.

18.

19,

20,

Hocureas 3apspa

JbipKa NPOBOAHMOCTH
Asipra

D. Lach. Defektelekiron
E. Hole

F. Lacune. Trou

OcHoBHbIe HOCHTEAM 3apsjla MORY-
IPOBOJAHHKA
OcHoBHBEE HOCHTENU
D. Majoritatstrager
E. Majority carrier
I'. Porteurs de charge
majoritaires

—

HeocHoBHBIE HOCHTeaW 3apsna no-
AYBPOBOJHHEA

HeocHoBHBIE HOCHTER

D. Mincritatstriager

E. Minority carrier

F. Porteurs de charge minoritaires

PaBHOBeCHbIe HOCHTEAM 3apaja no-
JYNPOBOAHUKA

PapHoBeCHble HOCHTENH

Hunn. Tenaosoie nocureau

Hepapuopecksie
NONYNPOBOAHUKA
HepaBHosecHsle HOCHTeH

D. Uberschuss-Ladungstrager
E. Excess carries

F. Porteurs de charge d’exces

HOCHUTEJH 3apanad

Topaune nocuTean 3apsna
E. Hot carriers

DaeKkrponuas 3MEeKTPONPOBO-
HOCTb NOAYNPOBOAHNKA

DIeKTPOHHAS  JeKTPONPOBOIHOCTD
Hiu. Jaexrtponnas  nposodumocrs

[lo T'OCT 19880—74

HezamonnenHas BaJleHTRasd CBSI3b, KOTO-
pas nposiBasieT ce0A KaK MOJOXUTe/LHHH
3apAM, HHCJAeHHO paBRHH 3apajly 3/eKT-
poHa

Hocutenn s3apsja, KOHUEHTpauus KOTO-
pHIX B JAaHHOM MOJYNPOBOJHHKe Npeobaa-
Jdaer

Hocutean 3apsna, KOHIEHTPaUHS KOTOPHX
B JAHHOM IOJYNPOBOAHHKE MEHLUIE, 4YeM
KOHIEHTPAlust OCHOBRHMIX HocHTeseH 3aps-
ja

Hocurenn 3apsna, BO3HHKHOBEHHE KOTO-
phHIX ABHIOCH CJEACTBHEM TeEILJOBHX KOJe-
GaHuil  KpHCTAJAANYECKOH peIueTKY mouy-
NMPOBOAHHKA B YCJHOBHAX TepMOAHHAMHue-
CKOYO paBHOBECHH

Hocatem sapfaia  NOJYNpPOBORHMKA, He
HAXOISMeCTd B TEPMOJHHAMHUSCKOM Das-
HOBeCHH 1O KOHUeHTpauuH M (HJaH) No
FIHEPreTHYeCKOMY paclpelleelnio

HepaBHoBecHBe HOCHTEJM 3apsifia [Oay-
MPOBOAHHKA, CpelHAst 3HeprHs KOTOPHX
CyHIeCTBEHHO  IIpeBblliaeT pPaBHOBECHYIO
YHEPTHIO, COOTBETCTBYIOLIYIO TeMiepaType

KpHC’I‘aJIJIH‘IECKOﬁ PEIIeTKH

JAEKTPONPOBOIHOCTD NOJYIPORO/IHHKA,
00yc/ioB/IeHHAT B OCHOBHOM INepeMellelH-
eM 3JeKTPOHOB NPOBOAHMOCTH
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22,

23.

24,

26.

27.

28.

29.

I bipounas  2JeKTPONPOBOAHOCTD
Hun. Hetpounas nposodumocts
D. Locherieitidhigkeit

E. Hole conduction

F. Conduction par lacunes

Co0cTBEHHAS  3NeKTPOAPOBOJHOCTh
Han. Co6ersennas npo8oOuMOCTb
D. Eigenleitfahigkeit

E. Intrinsic electrical conductivity
F. Conductibilite intrinséque

[Ipumecras JIEKTPONPOBOAHOCTD
noAynpoBOAHHKA
[lpumecnasi 3J1eKTPONPOBOAHOCTD

D. Verunreinigungsleit-fahigkeit
E. Impurity electric conductivity
F. Conductivite par impuretés

PoTONPOBOIUMOCTD
D. Photoleitfahigkeit
E. Photoconductivitly
F. Photoconduction

Co6cTBeHHAs KOHLEHTPAaUHd HOCH-

Tedeld 3apaja NoAynpoBOAHNKA

CoGcTBeHHass  KOHLEHTpAUHA

PasHoBecHast KOHUEHTPAUHMA HOCH-

TeNeH 3apsja NnoJynpoBoJHMKA

PaBHoBecHasd KOHUEHTpAauus

D. Aquilibriumdichte

E. Equilibrium density of carriers

F. Densité d’équilibre des porteurs

KonueHnTpanusa HepaBHOBECHHLIX HO-

cUTeJeli 3apsaaa noAynpoOBOAHHKA

HepaBHoBecHass KOHOEHTpAlHs

D. Nicht-Gleichgewicht — Dichte

E. Non——equilibrium carrier density

F. Densité non-equilibre

HN36biTOUHAA KOHHEHTPAUMA HOCH-

TeJell 3apsia MONYNpPOBOXHHKA

M36LTOYHAs KOHLEHTPAaLHS

D. Uberschuss-Dichte

E. Excess density (concentration
of carriers) in a semiconductor

F. Densite d’exces

KpHTHYeCKAs KOHIEHTpPALHUA 3JeKT-

POHOB NMPOBOAMMOCTH MNOJYNPOBOA-

HHKA

KpHTHYecKasi KOHLEHTDAUHd 3JIeKT-

POHOB

D. Kritische Elektronendichte

E. Critical density of conduction

electrons

F. Densité critique d’électrons

D1eKTPONPOBOAHOCTD IOJYAPOBOIHHKA,
006yc/IOBJIeHHA B OCHOBHOM IepeMeLleHH-
eM ABIPOK IPOBOJHMOCTH

SJIEKTPONPOBOAHOCTL NOJyIPOBOAHHKA,
oOyclOBJIcHHAA TeHepalHedl map S5JeKTPOH
NMPOBOAUMOCTH — JbIpKa MNPOBOAHMOCTH
npu JofoMm crocobe BO3OYKACHUS

DJEKTPONPOBOHOCTD NOJYNPOBOAHHKA,
o6yc/JOBJIeHHas HOHH3allMed aTOMOB [0-
HOpPHOH HJ¥ axKuEeHTOPHOHA NpuMeced IpH
JawbdoM crnocole BO3OYKIACHHUSA

DIeKTPONPOBOAHOCTD IIONYNpOBOAHHKA,
obycnoBaeHHas (OTOpe3uCTHBHHIM 3 dek-
TOM

KOHUEHTpalUHss PAaBHOBECHBIX HOCHTeJeH
3apaAa B COGCTBEHHOM MOJYNPOBOAHHKE

KOHILeHTpalus NMOJBHKHBIX HOCHTeNeH 3a-
pAlla B MOJYNPOBOJAHHKE B YCNOBHAX Tep-
MOJAHHAMHYECKOTO PaBHOBECHA

Konuenrpauuss HocHTedeH 3apsjia B MOJy-
MpOBOAHHKE, OT/IHYHAS OT PAaBHOBECHOH

HM36BITOK  KOHLUEGHTPAUHH HePaBHOBECHHX
HOCHTeJeH 3apfAja B NOJYAPOBOJHHKE Hajl
KOHLIEHTpallHell pPaBHOBECHBIX HOCHTeJeH
3apsajna

Konuenrpanus 3JeKTPOHOB TNPOBOAHMOCTH
NOJYNPOBCAHHKA, TIPH KOTOPDOA YPOBEHb
depMH coBMajaeT ¢ HHXKHed rpaHuueH
30HBl TPOBOJHMOCTH
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30.

31

32.

33.

34.

35.

KpuThnueckas KOHUEHTpaUHR Jbi-
POK NPOBOAMMOCTH NOJAYANPOBOA-
HUKA

Kputrueckasi KOHUCHTPAUUA ABIPOK
D. Kritische Defektelektronendichte

JddekTHBHAA Macca HOCHTENR 3a-

pAna NoAynpoOBOXHHUKA

DphexTHBHaA Macca HOCHTeAR 3a-

psaa

D. Eifektiv-Masse
strager

E. Effective mass of carriers

F. Masse eifective des porteurs de

charge

der Ladung-

AdpexTHrHOE cevyeHHe 3axBaTa HoO-

CHTeNs 3apaja NnoaAynpoBOAHHKA

S GhexTHRHOE CEYEHUe 3aXBaTa

D, Effektiver Durchschnitt

E. Effective cross-section of car-
riers trapping

F. Section efficace de captation

Jutdysuonnans RJAHHA HEOCHOBHBIX
HocuTedell 3apsafa MOJYNPOBOJLHHKA
Huddysnonnas ganHa

D. Diffusionsldnge

E. Diffusion length

F. Parcours moyen de diffusion

O6beMHOe BpeMSl JKM3HH HEPABHO-
BECHBIX HOCHTEJedl 3apsjaa noay-
TIPOBOIHAKA

QObeMHOE BpeMsl >KH3HH

D. Raumliche Lebensdauer

E. Volume lifetime

F. Durée de vie du volume

TfloBepXHOCTHOE BpeMsI JKM3HK He-
paBHOBECHBIX HOCUTEJNeH 3apsafa
NOAYNPOBOKHUKA

[ToBepxHOCTHO® BpPEMSA KU3HH

D. Oberflachliche Lebendauer

E. Surface lifetime

F. Durée de vie superficielle

ddekTHBHOe BpPEMS JKM3HK He-
pPaBHOBECHBIX HOCHTeNefl 3apaja
IOAYNPOBOAHAKA

Jd(eKTHBEOE BpeMA XKH3HH
D. Effective Lebensdauer
E. Eifective Lifetime

F. Durée de vie efficace

Kosuenrpauns ABPOK [NPOBOJHUMOCTH MO~
JYNPOBOAHHKAE, INPH KOTOPOH  YPOBEHb
@®epMu coBmalaeT ¢ BepxXHed TIpaHuLeH
BaJICHTHOH 30HBI

BennunHa, uMelomiass pasMepHOCTb MacCH
B XapakTepH3yomas ABHMKeHHe HOCHTENA
3apsZia B MNOJMYIDPOBOJHHKe NOA JAeHCTBH-
eM BHeIUHEerQo 3JeKTPOMATHUTHOrO NoJs

BeauuuHa, uMelonlad pasMepHOCTh NJOILA-
I ¥ ofparHas TNpPOH3Be/EHHIO KOHIEHT-
pauHH HOCHTENeH 3apAja AAHHOrO THNA B
TIOJNYNIPOBOAHHKE Ha CpefHHHd nyTh, Hpo-
XOOHMBIH HOCHTEJAMH OT OCBOOONKIAEHHS
JO0 3axsaTa

PaccTosinne, Ha KOTOpPOM B OJHODOJHOM
IOJIYIPOBOAHKHKE TPU OAHOMepHOH AMdGY-
3K B OTCYTCTBHE 3JIEKTPHYECKOI'O W Mar-
HHTHOTO TIOJeHd H3OHTOUHAs KOHIEHTpa-
LHA  HEOCHOBHHIX  HOCHTEJeH 3apaja
yMeHbIIAEeTCs  BCJARACTBHE PEKOMOHHAUHH
B € pas

Cpeanee BpeMs MeKJAy reHepauueH u pe-
KoMOHHAUVEeH HepaBHOBECHBIX HOCHTEJEH
3apAsoB B oObeMe MOJYNDPOBOAHHKA

OrHomweHye H36HTOYHOTO KOMNYECTBA He-
PABHOBECHBIX HOCHTesefli 3apaja B oGbeMe
MOJIYNIPOBOLHHKA K NJIOTHOCTH HX IIOTOKA
Ha [OBEPXHOCTH

BesyunHa, XapaxkTepyu3yiollas CKODOCTh
yObIBaHUA KOHHEHTPalldH HepPaBHOBECHHIX
HOCHTeJIeH 3apsja BCJAENCTBHE HX PeKOM-
OMHAUMH KaK B o0beMe, TAaK H Ha NOBepX-
HOCTH NOJYTNIPOBORHHKA
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37.

38.

39.

40,

4].

42,

43. OcpoGoxKeHHe

Jdauna ppedda HepaBHOBECHBIX HO-
cuTeJell 3apsja NOJAYNIPOBOJHHKA
Jouna gpeiiga

D. Driftldnge

E. Carriers drift length

F. Parcours moyen du drift

CKOpocTb MOBEPXHOCTHOH  pexo-
MOMHALMH  HOCHTEJNEH 3apsana no-
JYNPOBOJHHUKA

CKOpOCTb  IIOBEDXHOCTHOH DEKOM-
6uHAaL K

D. Rekombinationgeschwindigkeit

E. Recombination rate on a semi-
conductor surface

F. Vitesse de recombinaison super-
ficielle electronique

Iueprusi aKTHBAUMH TNpPHMeceH Mo-
JNYIIPOBOHHKA

DHepTrHSl aKTHBAUMHU

D. Ionisationsenergie

E. lonization energy

F. Energie d’ionisatlion

KoHueHTpauHs BLIPOKAEHHS MOJYy-
NPoBONHUKA

KoHueHTpanus BHPOXKIEHHSA

E. Degenerated concentration

CreneHb KOMIIEHCALIHY MOAYNPOBOA-
HUKA

Crernedb KOMMNEHCAIHU

E. Degree of compensation

Hunepcuonublii CAOH MOJAYAPOBOA-
HHKA

HBepCHOHHBIH CJIOH

D. Inversionsschicht

E. Inversion layer

F. Couche d'inversion

CpenHssi NJHHA Nepedoca HePABHOBECHHX
HocHTesel 3apAia B HOJYHNPOBOAHHKE
3JeKTPHUECKHM I10JeM 3a BpeMs, NPOuIel-
mee ¢ MOMEHTAa HX BO3Cy:KIeHHst JO pe-
KOMOHHAIHH

OTrHomIeHHe NJOTHOCTH NOTOKA HOCHTeJeR
3apsifla, pPeKOMOHHHDOBABLWIMX Ha IIOBEpX-
HOCTH HOJYIPOBOJIHHKA, X KOHIEHTDAluH
H30LITOYHKX HOCHTENeH 3apsija y noBepx-
HOCTH

MuuuMaabHaf  3Heprua  BO36YXKAEHHST
NpUMECHOro aroMa, Heo0xonHMas HJA CO3-
JaHHA TIPUMECHOR  3J/IeKTPONPOBOJHOCTH
MO/JIyIPOBOJHAKA

MuuymanbHad  KOHLEHTpaUus Hocutened
3apsfa, COOTBETCTBYIOLIAA BHPOKAECHHIO
NOJAYNPOBOJHHKA NPH JaHHOH TeMmepaTy-
pe

OrHoweHHe KOHUEHTPaUHil HEOCHOBHHIX
HOCHTeJiell 3apsafa, CO3JaHHHX BO30yX-
JeHHOH npHuMecblo, H COBCTBEHHLIX HOCH-
Tesledl 3apAna MOJYyIPOBOAHHKA

[IpunoBepXHOCTHEIA c¢J0# HOJNYNPOBOXHH-
Ka, ofyafaloniuil  3JeKTPONPOBOAHOCTHIO,
IPOTHBONOJOXKHOR N0 3HAKY 3JEKTPONpo-
BOAHOCTH TJyOUHHBIX CJIOEB

NMPOLECCHI U SIBJNEHHA B NOJYNPOBOAHHUKAX

HocuTeNns 3apana
N0JayNpOBOEHHKA

Ocrofox AeHHe HOCHTEJS

D. Tragerbelreiung

E. Release of carriers

F. Liberation du porteur de char-

o
ge

Bo3nukHOBeHHe 3JeKTpOHa IPOBOAHMOCTH
HJH JHPKY TOPOBOJHUMOCTH B pe3yabTaTe
BO30OyKAeHH JedeKTa pelleTKH NOJYNpo~
BOJHHKA



Tepaun Onpexenekue
44, 3axpaT HOcuTeJa 3apsga noay- | HMcuesHoBeHMe 3JEKTPOHA TPOBOLHMOCTH
NPOBOAHHMKA HJIH ABIPKH NPOBOAMMOCTH B pe3yJbTaTe

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

3axBaT HOCHTeNd

D. Tragerhaitung

E. Carrier trapping

F. Captation du porteur

Huxexkumust HocHTeNeR 3apsja
HMuxeknua

IKCTpAKUM# HOCHTeJed 3apsaja
DKCTpaKUus

D. Trageréxtraktion

E. Extraction of carriere

I. Extraction des porteurs

FeHepauus HocHTeJed 3apsana no-
JAYNPOBOJHHKA
['enepanus

[eHepaunda napsl HocHTeJe#l 3apaja
Fenepanus nmapn

D. Tragerpaargeneration

E. Carrier pair generation

F. Generation du paire électron

trou
MoHonoaapHas CBeTOBas reHepa-
oUA  HOCHTEened 3apsana f[oaynpo-
BOAHUKA
MoHomossipHast  CBeTOBafA TeHepa-
uus
bunonspHas cseroBas reHepauus
HOCHTENEeH  3apapa mnoaylpoBOXA-
HHKAa

Dunondapnass cseToBasi TeHepalHus

PexomMGuHaL Mg HOCHTeJeH 3apaja

NOAYNPOBOAHHKA

PexoMmbuHalHs

D. Ladungstriger-Rekombination

E. Recombionation of carriers

F. Recombinaison de porteurs de
charge

Mex30HHAS DPEKOMOHHALHA HOCH-
TeJeH 3apaja noJYNPoBOAHHKA
Mex3oHHas pexoMOHHAUHS

Han. lpamas pexombunayus

nepexo/la Ha JOKaJbHBIH YypoBeHb Jedek-
Ta pelieTKH IIOJYNPOBOJTHHKA

BBeJcHHE HOCHTE A
BOIHHK

3apsiia B [10JYNpO-

Brsesienue
NpoBOJAHHKA

HocuTeldss 3apdaja M3 IHoJy-

Ilponecc mpeBpalieH#sl CBA3AHHOID 3JEKT-
poHa B CBOGOANEIH, COIPOBOXKAAIUIHACH
06pa3oBaHHeM He3aBeplleHHOH  CBA3H C
H3OBITOYHBIM TIOJOKHUTEJbHEM 3apsIAoM

Bo3HHKHOBeHHe B MOJYNPOBOJAHHKE Iaphl
3MEKTPOH TPOBOAHMOCTH -— JIBIpKa NpOBO-
JUMOCTH B pe3y/bTare 3IHEPreTHYECKOro
BO3JiCHCTBHS

Bo3nukHoBeHue B TONYNPOBOIHUKE B pe-
3yJbTare OINTHYECKOro BO3OYXKIEHHA He-
PABHOBECHBIX HOCHTEJEH OJHOro 3HakKa

Bo3HHKHOBCHHE B MOJYNPOBOJHHKE B pe-
3yJBTATE ONTHYECKOI0 BO3OYXIeHHA pas-
HOro YHCJAAa HOCHTeNeH 3apafoB 000HX
3HAaKOB

Hefitpanusauus napbl 2/7eKTPOH [IPOBOJH-
MOCTH — ABIPKa NPOBOAHMOCTH

PekoMOHHanHMA HOCHTeNeH 3apafa IoJay-
IPOBOJAHHKA, OCYIIECTBJASeMas NmyTeM mne-
pexoja CBOGOAHOrO 3JEKTPOHA B BaJieHT-
HYIO 30HY



TepMul

OnpepeaeHde

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

doToHHAS PeKOMOMHAHLHS HOCHTe-
Jeil 3apaga NOJYNPOBOAHKKA
PoToHHaA pexoMOUHALMA

D. Straulungrekombination

E. Radiative recombination

F. Recombinaison radiative

PoHOHHAA peKOMOUHALMA HOCHTe-
Jell 3apsjaa NOJYNpPOBOAHHKA
QoHonHasg pekoMOHHALHA

E. Radiationless recombination

HogepxHocTHAR PEeKOMOHHALHA HO-
CHUTeNeH 3apsja noaynpoBOAHHKA
IloBepxHocTHas pekoMOHHaUHA
D. Wandrekombination

E. Surface recombination

F. Recombinaison a la paroi

HAuddyanonHsit Tox

D. Diffusionsstrom

E. Diffusion current

F. Courant de diffusion

Hpefihobuiii TOK
D. Driftstrom

E. Drift current

F. Courant de drift

bunonspuas aHbpdy3Ina HepasHO-

BeCHBIX HOCHTeJell 3apsaja noay-

NPOBOJAHHKA

Bunoaspras auddysnsn

D. Ambipolare Difiusion der Uber-
schusstriager

E. Ambipolar
carriers

F. Diffusion umbipolaire des por-
teurs d’exces

nepexos B MOJAYNPOBOJ-

diffusion of excess

Tipamoi
HHKe
[Tpamoit nepexos

Hnan. Bepruxaasensul nepexod
E. Vertical transition

- e
 KPHCTAJJIHYMECKOH pellieTKe
- PexoMOuHaluag HoOCHTes ell 3apsAjia Ha [o-

Me:x30HHas pekoMOMHAUHA HOCUTeJEH 3a-
psalia TNOJYIPOBOAHHKA, CONPOBOKA2eMasn
BhIAeNEeHHeM (OTOHA

Mexk3oHHas pekoMOuHAauust HoCHTe eH 3a-
psla NOJYNPOBOJHUKA, COMPOROKAAKIIa~
nepejayell AKyCTHUECKOH 3Heprum

BEPXHOCTHHIX He(dexTaxX NOJIYNPOBOAHHKA

Hanpasnennoe aBHXKeHHe 3apaoB B Oy~

NPOBOAHHKe, BO3HHKalollee BCJASICTBHE
rpajueHTa KOHLEHTpallUd HOCHTeNeH 3a-
- pana

Hanpasaennoe ABH:KeHHe HOCHTesell 3apA-
Aa B NOJYNPOBOLHHKE, BHI3BAHHOE I'paju-
eHTOM [IOTEHIHaJ A 3JeKTPHYECKOro NoJd

CosmectHast JjgubbdY3HT HepaBHOBECHBIX
31€KTPOHOB H JABIPOK TPE HAMHUHH 3J€KT-
PHYECKOro: [IOJIf

Hepexor asekTpoHa B TOJYNPOBOLHHKE
{3 BaJIEHTHOHX 30HHI B 30HY MPOBOAHMOCTH
C COXpaHeHHEeM BOJIHOBOT'O BEKTOpPa

3¢SHEKTHI B NMOJYHNPOBOAHRKAX

doTOpe3HCTHBHBIA S (exT

D. Innerer photoeffekt

E. intrinsic photoeffect

F. Eifet photoélectrique interne

HNameHenHe DJeKTPHYECKOro COnpOTHBJAS~
HHA NOJAYHNPOBOJIHHKA, Oﬁ}’CJIOBJIﬁHHO& HC~
KJIOYHTEJABHO ,D,efiCTBPIEM ONTH4YECCKOrO H3-
JyJeHrs, H He CBA3aHHOe C €ro HarpeRa-
HHeM
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OnpenpeleHue

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

63.

€5.

Kpucrana-poroaddexr
. Demberefiekt
E. Dember effect

AddekT mnoas B NOJYNPOBOAHHKE
SdderT noad
D. Feldefiekt
E. Field effect

DOTOMATHATOINEKTPHUSCKH I

hekT

D. Photomagnetischer Effekt

E. Photomagnetoelectric effect

F. Photomagnetoelectric effet”
Eifet photomagnetique

ath-

TepmomarnuTHboiR addekr
Han, 3¢gexr Pueu-Tedoxa
D. Thermomagnetischer Eifekt
E. Thermomagnetic efiect

F. Effet thermomagnetique

Aaekrporepmuueckuit sdpdekr
Hpan. d¢gexr Tomcona

D. Thermoelektrischer Eifekt
F. Effet thermoélectrique

TepmoraasBaHOMATHUTHHIH 3¢ dekT

Hnn. 3¢gexr  Heprcra-IrTunec-
xayseua

D. Thermogalvanischer Effekt

E. Thermogalvanomagnetic eifect

F. Effet  thermogalvanomagnéti-
que
Nonepeuyspli  TepmoOrajibBaHOMAar-

HATHBIA 3ddexT

Hnn. 3¢dexr Irrunecxaysena

D. Ettingshauseneffekt

E. Transverse galvano thermo-
magnetic effect

F. Effet de Ettingshausen

Tiponoabsbii
HHTHbIA 3 ekt
Sddexr Heprera
D. Nernstefiekt
E. Nernst effect
F. Effet de Nernst

MarunTope3sscTUBHLIA 3ddexT
D. Gauss-Eifekt

E. Magnetoresistanse

F. Magnétorésistance

TepmoratbeaHomar-

BO3aHHKHOBEHHE  3JeKTPHYECKOrQ IOJSg B
OJHOPOJHOM  HePABHOMEDHO OCBCUIEHHOM
0 YIIPOBOAHHKE

HaMenenue 3JeKTpONPOBOAHOCTH TIPHIO-
BEPXHOCTHOIO C.J10f1 HOJYIPOBOLHHKA HOXA
BO3JECHCTBHEM 3JEKTPHUECKOro MOJA

BoanHkHOBeHKHEe B MNOJYNPOBOAHHKE 3J/1€KT-
PHUECKOT0 110,15, HATPsAKeHHOCTh KOTOPOro
ilepAeHAHKYJApHAa  MarHATHOH MHIYKIIHH
H nmoToKy AHGOYHAUPYIOUHX YacTHL TOA
JeHCTBHEM 3JEeKTPOMAFHHTHOTO H3JyYeHHS

Bo3HHKHOBEeHHe TOMEepeyHoro rpaiiesTa
TEMIIEPATYP B NOJNYNPOBOJAHHKE NPH Ha/H-
YHH NPOAOJBHOTO TpaiHeHTa TeMmepaTyp
H 1pH BO3ZeficTBHH MNOEPCYHOTO MArHUT-
HOTO MOJIS

BhlgeseHye MJH  TOTJOL{EHHE TeII0BOH
aHepruH, o0yCJOBJAEHHOE NPOLOJbHBIM Tpa-
JHEHTOM TeMIepaTypel [OpH  IIPOTCKAHHH
37eKTPHYECKOTO TOKa 4Yepe3 OAHOPOIHHI
OJYNPOROAHHK

Bo3HHKHOBeHHE IIOTIepeuHol  HamnpsiKeH-
HOCTH 3JIEKTPHUYECKOIQ INOJs B NOJYyNpo-
BOJHHKE BCJEACTBHe HAJHYHA IPOAOJBHO-
ro rpajHueHTa TeMHepaTyp H [OMePeyHOro
MAarHATHOTO M0

Bo3HUKHOBEHHE  INIONEPEYHOro rpaiveHTa
TeMNepaTyp B NOJYNPOBOIHHKE EBC.1eICT-
BHe pas3fpoca CKODOCTeH HOCHTeseH MNpH
MPOTEKaHHH 2JeKTPHYCCKOTO TOKa Il TpH

BO3ACHCTBMH  [ONEPEYHOro  MarHHTHOTO
HoJIs
Bo3HHKHOBEHHEe OpOAOJBHOTO TpajHeHTa

TeMIepaTyp B HOJYNPOBOIHHKE BCJEACT-
BHe pa3bpoca CKOpOCTel HOCHTesded 3aps-
AOB TNPH NPOTEKAHHH Yepe3 Hero 3/eKT-
PHYECKOr'0 TOKAa M NPH BO3ACHCTBUH TMoOIe-
pPeYHOro MarHHTHOrO HOJIf

HameHeHHe 3JeKTPHUECKOFO COMPOTHBIE-
HHA MOJYNPOBOAHHKA NOJ AcHCTBHEM Mar-
HHTHOTO 1015



TepMHH

Onpepenedue

70. 3ddexkr Xoaaa

71.

72.

73.

74,

75.

76.

77.

78.

D. Halleffekt
E. Hall effect
F. Effet de Hall

Ipdexr Fanna
D. Gunn-Effekt
E. Gunn effect
F. Effet de Gunn

Bo3sHukHOBEHHE TNONEPEYHOTIO 3JeKTDPHUe-
CKOTO NOJ% [pH TNPOTEKAHHH 3JeKTpHYe-
CKOTO TOKa uepe3 IOJYIPOBOJHHK, IOMe-
HICHHBIH B MarHHTHOE moJie

T'enepanusi BHCOKOYAaCTOTHEIX KoseOaHuf
3JIeKTPHYECKOTO TOKa B TOJYIPOBOAHHKE
0o/l JeHCTBHEM TOCTOSTHHOTO 3JIeKTpHue-
CKOro IoJs

3O0HHA{A CTPYKTYPA NONYNPOBOAHUKOB

SHepreTHYeckas 30Ha HOJYNpPOBOJ-
HHKA

DHepreTHyecKas 30HA

D. Energieband

E. Energy band

F. Bande d’énergie

Paspemennan 3oHa MOJaynpoBOAHHM-
Ka

Pa3spelueHHass 30Ha

D. Erlaubtes Energieband

E. Allowed band

I. Bande permise

3anpeieHHan  30HRZ NOAYNPOBOA-
HHKQA

JanpemeHHas 30Ha

D. Verbotenes Energieband

E. Forbidden band

F. Bande interdite

Cso6oAras 30HA MNOAYNPOBOAHHKA
D. Leeres Energieband

E. Empty band

F. Bande vide

Joxa npoBOAMMOCTH NOAYNPOBOJ-
HUK&

30Ha NPOBOZUMOCTH

D. Leitungsband

E. Conduction band

F. Bande de conduction

JanonHeHHas 30HA NOJYNPOBOAHH-
Ka

3anoJiHeHHAs 30HA

D. Vollbesetztes Energieband

E. Filled band

F. Bande remnplie

BanenTHan 3oHa NOAYNpoOBOJHHKA
BaJsentHasa 30Ha

D. Valenzband

. Valence band

F. Bande de valence

O6nacTe 3HaYeHHH NOJAHOH SHepruu 3JekK-
TPOHOB B KPHCTaJ/LIe NOJYIPOBOAHHKA

JuepreTHueckas 30Ha HJIH COBOKYIIHOCTb
IePeKPHBAIOIIMXCA B pe3ysbTaTe pacHiel-
JICHH H3 KaKoTQ-JH0O0 OJHOTO WJH He-
CKOJIbKHX SHepPreTHYeCKHX YPOBHell H30.H-
POBaHHEIX aTOMOB B Iporecce o0pasosa-
HHUS CTPYKTYpPH KDHCTaJMIA

O6nacTh 3HaUYeHHH HEPrHH, KOTOPHIMH He
MOryT obaazarTb 3JeKTPOHL B HOJAYIPO-
BOJIHHMKE

Paspemensaas  30Ha noJynpoBOJHHKA, B
KOTOPOH OTCYTCTBYIOT 3JEKTPOHH MNPOBO-
JIUMOCTH  1ipH a0COJIIOTHOM Hy.le TeMIe-

paTyphl
CeofoaHaf 30Ha NOJYNPOBOAHHKA, Ha
VPOBHAX KOTOPOH IIpH BO30YXKIEHHH MO-
TYT HaXOMHTbCA 3JICKTPOHBI MPOBOAMMOCTH

PaspemenHas 30Ha NOAYOpoOBOJAKHKE, B
KOTOpPOH npd abCOJIOTHOM HyJe TeMIiepa-
TYpPhl BCe 3HepreTHdeckHe YPOBHH 3aHf-
TEl 3JIEKTPOHAMH

BerHﬂH H3 34NO0JIHEHHBIX
BOLHHKA

30H MOJYyNpo-
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Onpenenesue

79.

80.

81.

82.

83.

lupura 3sanpeieHHoOi 30HBI 1O-

JAYTIPOBOJHHKA

IllupuHa sanpelneHHOHA 30HH

D. Breite des verbotenen
Energieband

E. Forbidden gap width

F. Largeur de la bande interdite

Jlokaabhnuift  sHepreTHueckuwit ypo-
BEHb MNOAYNPOBOAHHKA
JIoKaJbHHA ypOBeHb

IIpaMecHHt ypoBeHb NOAYHPOBOJ-
HHKa

IIpuMecHBIfE ypoBeHb

D. Verunreinigungsniveau

E. Impurity level

I'. Niveau d'impurete

HemapKauuontbii
NPOBOLHHKA
JemapkauroHHER ypoBeHb

ypOBeHb mOJY-

lpuMecHas 30Ha NOAYNPOBOAHMKA
IlpamMecHad 30Ha

D. Verunreinigungsband

E. Impurity band

F. Bande d’impurete

PasHOCTD aHepruil MeXAY HUKHHM YPOB-
HeM  30HHI IPOBOANMOCTH H BEPXHHM
YPOBHEM BaJeHTHON 30HBI NOJYNPOBOAHH-
Ka

OHepreTHYecKHH ypPOBeHb,  PacHoJOXkeH-
HEI# B 3aNpeilleHHOH 30He MOJYNpPOBOHH-
Ka, o0yc/OBJeHHBIH JAe(EKTOM pelueTKH,
Korja B3aHMOJEHCTBHEM OTIEJbHHX fe-
(deKkTOB MOXHO npeHefpeub

JIOKaJbHEIL 3HepreTHuecKHH ypoBeHb NO-
JAYNPOBOJAHHKA, OOVCJOBJCHHBIH IPHMECHIO

JloxanbEBIA 3HepreTHYeCKHH YPOBEHL IIO-
JYHPOBOAHHKA, [AJS KOTOPOTO NPOLECCH
peKoMOHHALMH H BO3BpaTa B paspelleH-
HYI0O 30HY B pe3yJbTaTe TeMJIOBHWX KoJe-
OaHui peuleTKH PaBHOBEPOATHEL

ODHepreTuueckas 30Ha, o6pa3oBaHHasi NpH
B3aHMO/IEACTBYH NpPHMeCell COBOKYNHOCTHIO
NPHMECHBIX YPOBHeH, HaXoAALIHXCA B 3a-
TpelleHHol 30He MOJYNPOBOAHHKA



Bpems
Bpema
Bpems

AJNIDABHATFDIA YRASATEID TEPMMAODB HA PYCCHOM A3bIKE

Bpems mu3uu o6neMHoe

BpeMs KH3HH NOBEPXHOCTHOE

Bpema xussn sdgekTuBHOE

I'eHepanus

lesepauus HocHTedel 3apaga NOaAYNpPOBOAHHKA

I'eHepanus
leHepauus

lenepanusa napsl

IeHepanns papb HocHTedeH 3apsja
I"eHepanus creroBasi GUnOJsSpHAS
T'eHepanua cBeTOBast MOHOMOJSPHas
duddysns OunonspHas

Hudpyaus

Hauna nuddysuorHas
Hanaa apeida
Iauna ppeifiga HepaBHOBECHBIX HOCHTeNeH 3apsja MOJAYNPOBOAHHKA

JINHHA HEOCHOBHBIX HOCHMTeJNed 3apsiga noOJynpoBojHuka Auddy3HOHHAA

I ripka

AbplpKa NnMpoBOLKEMOCTH

3axsaT HOCHTeNd

3axBaT HOCHMTEJA 3apsaja NOJyAPOBOAHHKA

30Ha
30Ha
3oHa
30oHa
3ona
30Ha
3o1a
3oHa
30Ha
3oHa
3oHa
30Ha
3oHa
3ona
30Ha
30H2

BaJICHTHASA

3an0JHEeHHas

3anpellcHHas

NOJYNPOBOAHHKA BaJjleHTHas
NONYNPOBGARHKA 3AN0JHEHHAN
NoAYnpOBOLHNKA 3anpeLieHHast
NOJYNPOBOAHKKA NPHUMECHAs
AoAYNPOBOLHHKA Pa3peuieHHas
NOAYRAPOBOAHHKA CBOGOAHAN
NONYNIPOBOAHHKA 3HEpTETHUECKAsA
npuMecHas

POBOAHMOCTH

RPOBOLHMOCTH (IOJYNPOBOIHHKA
paspelICHHAaA

ceoboaHas

SHePreTRYeCKast

AH3HM HEPABHOBECHBIX HOCHTeNeH 3apsaja NoJynpoBOAHHKAa oOBbeMHOe
UM HEPABHOBECHBIX HOCHTEJEH 3apsiia NMOJYNPOBOAHHKA MOBEPXHOCTHOE
JKH3HH HCDABHOBECHBHIX HOCHTENEH 3apaja NoaynposojiHHka addexTHsHOE

HOCHTeJel 3apaAfa NOJAYAPOBOAHHUKA CBeToBas Ounoaspnas
HOCHTeJeH 3apala MOoJyNnpoBOJAHHKA CBETOBAas MOHOMOJsSpHAS

HePABHOBECHBIX HOCHTEJEH 3apaja MOAYNpPoBOXHHKA OunoasapHas

Humerruda

Muxexuna HocuTeJel 3apsapna

Konuernrpagus
KoHueurpanus
KoHieHTpauus
Konneurpaung
Kouuenrpanus
KoHuedTpanus
KonueHTpanus
Konuenrpanus
KoHueHTpanus
Kounentpauus
KonunenTpanus
KoHueHTpauus

KoHuentpanus

BHIPOK IE€HHS

BBIPOKAeHHS] MONYNPOBOJHHKA

JBIDOK KpHTHUECKas

ABIPOK TMPOBOAHMOCTH NOJYNPOBOJAHHKA XPHUTHUYECKAs
H36HTOUHASA

HepaBHOBecHas

HePABHOBECHBIX HOCHTEJEH 3apAla NoAynpoBOAHHKA
HOCHTeJEH 3apafa MOoAYNPOBOAHHKA H3IOBITOMHAA
HOCHTEJNeH 3apsja NOoJYNDPOBONHHKA pPaBHOBeCHas
HOCHTeJeH 3apaja NMOJYIPOBOAHHKA coGCTBEHHASA

paBHOBeCHAas
coBeTBeHHAA
3JIEKTPOHOB KPUTHYECKas



KOHL!CHTPB.LIHH 2/IEKTPOHOB NPOBOAMMOCTH NOAYNPOBOAHHKA KPHTHUYECCKAS

Kputaaa-goroapdekt

Macca nocuTens 3apsaaa noaynpoBojaHHKa sddexTHBHAA

Macca HocHTens 3apsaia a¢pheKTHBHAA

Martepran noaynpoBOAHHKOBLIH

Hocutean 3apsiaa

Hocutean 3apsaa ropavue

Hocurean 3apaga MOJynpoBOJAHHKA HEOCHOBHBIE
Hocutenan 3apaga NoaynpoOBOAHKKA HEPABHOBECHbIE
Hocurenn 3apaka noaynpoOBOAHHKA OCHOBHbBIE
Hocutenn 3apsana noaynpoBoHHKA PaBHOBECHBIE
Hocutenu HeocHoBHHE

Hocurenn HepaBHOBECHLIE

tlocuTenu OCHOBHHE

Hocutean paBHOBecHHIE

Hocureau tenaoewte

OcBo6oXAeHNe HOCHTEJIS

OcBo6oxaesne HOCHTedN 3aps]a NOJYNPOBOAHHKA
flepexod seprukaivtotil

lepexon B nNOAynpoBOJHHUKE NPAMOH

[Tepexon npsiMoi

Noaynposoakuk
MoaynpoBogHHK
fonynposopHHK
[MoaynpoBoasuk
HoaynpoBoanuk
HoaynpoeonHuk
Tlonynposoasnk
floaynpoBoahuk
loaynpoeoaHHK
IToaynpoBoaHHK
NoaynpoBoaHHK

BbIPOXK e HHbIHA

NBIPOYHEIH
KOMMNEHCHPOBAHHBIH YACTHYHO
HEBBIPOX ACHHbIH

NPUMECHbIH

NpoCTOH

CKOMNEHCHPOBAHHBIH
CJLOKHBIK

COOCTBEHHBIH

3JNEeKTPOHHBIH

I1posodumocte ObipoHnan
fTpogodumocts cobCT8EHHAR
HposoBumocTe 34eKTPOHHAA

PexoMOuRaDus

PexoMOHHALHA MeX30HHaAs

PexoM6unaitug HOCHTeJeH 3apsaa NOAYNPOBOAHHKA

PexomMOuHauus HOCHTeJNeH 3apsia MOJYNPOBOJHHKA MeEIK3OHHas
PexoMOuHauus HOCHTeded 3apaja NOJAYNPOBOJHHKA NOBEPXHOCTHAR
HocHTedell 3apaja NOJYNPOBOAHHKA (OHOHHAS
HOCHTEJeH 3apdaa MOJynpoBOAHHKA (OTOHHRS

PexkomOnnauus
PekoMOHHALIHA

PexombuHaHsa MoBepXHOCTHAA
Pexomdbunayusn npamas
Pexom6unanus (QOHOHHAA
PekoMOunanua QoroHHas

CeueHne 3aXBata HOCHTENs 3apsapa MOAyNpoBOAHHKA 3(eKTHBHOE

Ceuenne 3axBaTa 3pOheKTHBHOE

CTeneHb XKOMIeHCaHH

Crenedn KoMNeHcaUHH MOJYNPOBOILHHKA
CKOpOCTb NOBEPXHOCTHOH DPeKOMOHHALMH

CKOPOCTb NMOBEPXHOCTHOH PEKOMOGHHAUHH HOCHTeJeR 3apsafa NoJAYHpOBOAHHKE

Cooft HHBEPCHOHHBIA
CJ0if NONYNPOBOLHHKA WHBEPCHOHHBIH

Tox nuddy3HORHLIA

Tox npeiidopnit

YposeHb geMapKalHOHHBIH



¥poBeHb noaynpoBoaHuKa AeMapKauUOHHbI
YPOBCHb MOAYIPOBORHHKA TPUMECHBI

YDOBCHB NOAYNPOBOIMKA SHEPreTHUCCKHT IORAILHBL
YpoBeHb iIpHMecHLI

DoOTONPOBOIHMOCTD

Ulipuua sanpewentoit 300

Mupuna sanpeutennoit so0um TOJYIPOBOAHHKA
IDKCTpaxuus

DKCTPAKUKA HOCHTEMeH 3apana
DINEeKTPONPOBOZHOCTL ALIPOUHAA
IAeKTPONPOBOAHOCTL NONYNPOBOAHHKA npumMecHas
DAeKTPONPOBOAHOCT: HOAYAPOBOLHMKA JEKTPOHHAS
DJIeKTPONPOBCAHOCTL NPHMECHAS
DACKTPONPOBOAHOCTL COBCTBEHHAN
SJICKTPOLPOBO,IHOCTD 3JeKTPOHHAN

DHEePrus axTHpaliy

JHePrHA aKTHBRUMM NPHMece NOAYHPOBORHAKA
Apdexr launa

SbdexT mMaranTOpesHCTHBRBIN

ddppext Hepuera

Sppexr Heprera-Irrunecxaysena

Jhdext noas

ddbdeKr noan B noaynposoAHuKe

Igipexr Puzu-Jedroka

3dekT TepMOranbBaHOMATHHTHBI

-3(peKT TepMoraipbBaHOMATHATHBIN nonepeyHsli
IpexT TepMOradbBAHOMATHHTHBII NPOAONLHBIH
3 dexT TepMOMATHUTHBI

Ippexr Tomcona

ZhpexT GoTOMArHNTOINEKTPHYECKHH

-J¢dekT PoTOpe3IHCTHBHEIR

3ddext Xoana

AdexT JMEKTPOTEPMHUESCKHM

SJppexr Irrunzexaysena



honcrp

Ambipolare Diffusion der Uberschusstrager

Aquilibriumdichte

Breite des verbottenen Energieband

Deiektelektron
Defekthalbleiter
Dembereffekt
Diffusionslange
Diffusionsstrom
Driftldnge
Driftstrom

Eifektiv-Masse der Ladungstrager

Effektive Lebensdauer
Effektiver Durchschnitt
Eigenhaibleiter
Eigenleitidhigkeit
Einfachhalbleiter
Energieband

Entarteter Halbleiter
Erlaubtes Energieband
Ettingshausenetfekt
Feldeffekt

Gauss-Effekt

Gunn-Effekt

Halbleiter Werkstoff
Halieffekt
Ionisationsenergie

Innerer photoefiekt
Inversionsschicht
Kompensierter Halbleiter
Kritische Defektelektronendichte
Kritische Elekironendichte
Ladungstriger-Rekombination
Leeres Energieband
Leitungsband

Lech

Léherleitf ahigkeit
Majoritdtstrager
Minorititstrager

n-type Halbleiter
Nernsteifekt
Nicht-Gleichgewewicht-Dichte
Oberflachliche Lebendauer
Photoeffekt inner
Photomagnetischer Effekt
Photoleitidhigkeit
Réaumliche Lebensdauer
Rekombinationgeschwindigkeit
Stérhalbleitor
Straulungrekombination
Thermoelektrischer Effekt
Thermogalvanischer Effekt
Thermomagnetischer Effekt

Tragerbefreiung
Tragerhaftung
Tragerextraktion



‘Uberschuss-Dichte
Uberschuss-Liddungstriger
Unentarteter Halbleiter
Valenzband
Verbindungshalbleiter
Verbotenes Energieband
Verunreinigungsniveau
Verunreinigungsband
Verunreinigungsieitfahigkeit
Vollbesetztes Energieband
Wandrekombination

ANDOABUTHLIA YKASATEND TEPMUHOB HA AHINMACKOM A3bIKE

Acceptor semiconductor

Allowed band

Ambipolar diffusion of excess carriers
‘Carrier pair generation

Carriers drift length

Carrier trapping

Compensated semiconductor
Compound semiconductor
Conduction band

Critical density of conduction electrons
Degenerated concentration
Degenerated semiconductor
Degree of compensation
Dember effect

Difiusion current

Dififusion length

Drift current

Effective cross-section of carriers frapping
Eifective lifetime

Effective mass of carriers
Electronic semiconductor

Empty band

Energy band

Equilibrium density of carriers
Excess carriers

Excess density (concentration of carriers) in a semiconductor
Exiraction of carriers

Exirinsic semiconductor

Field effect

Filld band

Forbidden band

Forbidden gap width

Full compensated semiconductor
Gunn effect

Hall efiect

Hole

Hole conduction

Hot carriers

Impurity band

Impurity electric conductivity
{mpurity leveil
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Intrinsic photoeffect

Intrinsic semiconductor

Inversion layer

lonization energy

Magnetoresistanse

Majority carrier

Minority carrier

Nernst effect

Non-degenerated semiconductor
Non-equilibrium carrier density
Photoconductivity

Photomagnetoelectric effect
Radiationless recombination

Radiative recombination

Recombination carriers
Recombinationrate on a semiconductor surface
Relesse of carriers

Semiconductor material

Simple semiconductor

Surface lifetime

‘Surface recombination
Thermogalvanomagnetic effect
‘Thermomagnetic effect

Transition vertical

Transverse galvanothermomagnetic effect
Valence band

Volume lifetime

ANDABATHLIA YKASATENDL TEPMMHOB HA ®@PAHLLY3CKOM R3bIKE

Bande de conduction
Bande d’energie

Bande permise

Bande de valence

Bande d'impurete

Bande interdite

Bande remplie

Bande vide

Captation du porteur
Conductibilite intrinséque
Conduction par lacunes
Conductivité par impuretés
Couche d’inversion
Courant de drift

Courant de diffusion
Densité d’équilibre des porteurs
Densité d’excés

Densité critique d’électrons
Densité non-equilibre
Diffusion umbipolaire des porteurs d'exces
Durée de vie efficace
Durée de vie du volume
Durée de vie superficielle
Effet de Ettingshausen
Effet de Hall



riret de INernst

Effet de Gunn

Eifet photoélectrique interne
Effet photomagnetique

Effet thermoélectrique

Effet thermogalvanomagnétique
Effet thermomagnétique
Energie d’ionisation

Extraction des porteurs
Generation du paire électron trou
Largeur de la bande interdite
Lacune

Liberation du porteur de charge
Magnetorésistance

Masse effective des porteurs de charge
Matériau semi-conducteur
Niveau d'impureie

Parcours moyen de diffusion
Parcours moven du drift
Photoconduction
Photomagnetoelectric effet
Porteurs de charge d’exces
Porteurs de charge majoritaires
Dorteurs de charge minoritaires
Recombinaison a la paroi
Recombinaison de porteures de charge
Recombinaison radiative
Section.efficace de captation
Semi-conducteur compense
Semi-conducteur compose
Semi-conducteur dégénéré
Semi-conducteur extrinséque
Semi-conducteur intrinséque
Semi-conducteur par trous
Semi-conducteur simple
Semi-conducteur type n

Trou

Vitesse de recombinatson superficielle électronique
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NPHJIOXEHHE
Cnpasounoe

O61mue nounTHS GU3UKH TBEPROTO TEad, NPUMEHHMBIE K MOAYNPOBOAHUKAM

Tepymuy

OnpelencHue

I.

2.

SJIeKTPOH IPOBOJHMOCTH

ITonspox
E. Polaron
F. Polaron

JKCHUTOH

Hedext peuretku

D. Kristallstrukturdefekt

E. Crystal lattice defect

F. D’efaut du réseau cristallin

ITpuMecHHH He(EKT PEIIETKH
[TpumecHu#t pedekr

D. Verunreinigungsdefekt

E. Impurity center

F. Centre d’impureté

CrexnoMeTpryecKyl
HIETKH
CrexuoMeTpHuecKu aeteKkt
D. Stéchiometrischer
Kristallstrurdefekt
E, Stoichiometric lattice defect
F. D’efaut stoichiometrique
du réseau cristallin

nedekT pe-

Toveunwifi KedeKT DEUIETKH
D, Spitzendefiekt (Punktefekt)

IlopepxHoCTHRIH JedeKT pelleTKH
D. Hautdefekt
E. Surface defect

DNeKTPOH, CO3AaNMIUA

HOCTb

3JIeKTPONPOBOJ-

Keasuuacruua, npexactasasgomas coboi
COCTOfIHHE TNOAAPH3AUMH  OKPYKAIHIETo
BellleCTBa, BH3BAHHOE 3/IeKTPOHOM INPOBO-
JMMOCTH, JBHXKEHHE KOTOPOro COMPOBOXK-
AaeTcsi nepeMellleHHeM CO3iaHHolR UM 00-
JIaCTH TOJISIPU3aLHH

KBasuuacTuima, mnpejacTaBaapinags cobod
3JICKTPHYECKH HeHTPa/bHOE COCTOSIHHE BO3-
Oy>XOeHHA 3JeKTPOHOB, cnocobHoe Iepe-
MelaThCsl Ha MHOTO NMOCTOAHHHIX peilieTKH
H He CONpoBOXJaiouieecss BOSHHKHOBEHH-
€M JONOJHHTEJALHOH NPOBOAHMOCTH

HapyuieHne MepHOAHYHOCTH peLIeTKH KpHs
cTania

Jedexr penierkw, co3AaBHHIA
HOCTOPOHHErQ 3JeMEHTA

aToOMOM

Jedekr pewieTKH B coefMHEHHM, CO3LaH-
HbIH M30BITKOM HJH HeJOCTAaTKOM aTOMOB
0 CPAaBHECHHIO CO CTEXHOMETPHUECKHM COC-
TaBOM

CrexnoMeTpHyeckufi Redekrt pemeTkH, 3d-

(eKTHBHBIE pasMepH KOTOPOro nopAAKa
TapaMeTpa pelleTKH
Jebexr penleTkH, JOKaJH3yIOIHACH B

IIPHIOBEPXHOCTHOM CJ0€ TIOJYNDOBOAHHKO-
BOTO MaTepuHaja Ha raybuHax, COH3MepH-
MHX C HapaMeTpaMH pelleTKH



TepmuH

Onpegenenue

10.

I1.

12,

3.

14,

15.

16.

JloByumika 3axsata
JloByuka

D. Haitstellen

E. Trap

F. Piége

PekoMOuHaUOHHAR JIOBYIIKA
Han, Llentp pexoMGuHalunu

Axuentop

D. Akzeptor
E. Acceptor
F. Accepteur

JoHop

D. Donator
E. Donor
F. Donneur

AxkuentopHasi npHMech
D. Akzetor-Verunreinigung
E. Acceptor impurity
F. Impurete accepteur

JJoHopHas npHMech

D. Donator-Verunreinigung
E. Donor impurity

F. Impurete donneur

IToaBHXKHOCTL HOCHTeNEH 3apAja

IloaBrXHOCTD

D. Beweglichkei eines
Ladungstrigers

E. Drift mobility

F. Mobilité d'un porteur de char-

ge
Cpennee BpeMs CBOGOAHOIO IpO-

- Gera HocuTeas 3apsaiaa

17.

18.

Bpems mpoGera

Cpennsis nnuHa cBOGOZHOTO mpoO-

6era HocHTeseHd 3apspa

JJauHa csoGomHoro mpoGera

D. Mittlere freir Wegldnge (eines
Ladungstriger)

E. Mean free poth (of a chargeed
particle)

F. Libre parcours moyen

Kosdhdunuenr auddysuu Hocate-
Jedl 3apsana

D. Diftusions-Koeffizient

E. Diffusion factor

F. Coefficient de diffusion

Jledekr pewerkn, crnocoGHWA 3aXBAaTH-
BaTh MOJABHKHHIE HOCHTEJH 3apafia ¢ mog-
JeAYIOUHM HX OCBOOOKIeHHEM

JloBymKa 3axBaTa, HeHTpaJjuayloLlas 3a-
XBaueHHHE HOCHTENH 3apsala

Jedexr pemerks, cnocoCGHHH pH BO3-
6y}xnennn 32XBATHIBATh 3JEKTPOH H3 Ba-
JIEHTHOH 30HH .

Hedekr peuretkn, cnocoGHHA npH BO3-
OYyXKAeHHH OTHAThb 3AEKTPOH B 30HY MpO-
BOJHMOCTH

[TpuMech, aTOMH KOTOpOH SBAAKIOTCA aK-
LEnTOpaMH

[Tpumecy, aToMH KOTOPOH SIBNSIOTCA JO-
HOpaMH

OrTHoweHHe  cpefHefl  ycTaHOBHBLIEHCA
CKOPOCTH NepeMellleHHs HOCHTeseH 3aps-
Aa B HanpapJICHHH 3JCKTPHYECKOI'0 IOJd
K HaNpsXeHHOCTH NOCJelHero

CpenHee BpeMs MeXZY ABYMA MOCJeJOBa-
TeIbHHIMH COYRApeHHAMH HOCHTeJell 3a-
pAxa

CpenHee pacCTOSHHE MeXIy ABYMS I0C-
JieJOBATENIbHHIMH COYJAapeHHsAMH HOCHTeNs
3apsifia

OTHOWIEHHE TIJIOTHOCTH IOTOKA NOJBHIK-
HEIX HOCHTeNelt 3apdfa OXHOIO THNA K
TPajHeHTyY HX KOHUECHTPAUHH B OTCYTCT-
BHE 3JEKTPHIECKOTO H MAarHHTHOTO mOJeH



Tepmun

Onpenenecine

19.

20.

2].

22.

23.

24,

25.

26.

OnTtuueckoe BO36YyKAeHHE
Han. OnrTHueckas Hakauyka
D. Optishe Anregung

uBepcus Hacenennocrei
D. Besetzungsinversion

E. Population inversion
F. Inversion de popolation

DNeKTpHUYeCcKoe BO36yxK aeHHe
E. Bandgap excitation

Co6CTBeHHOE MOTJOLIeHHe CBEeTa
Co6cTBeHHOe NMOTJIOLIeHe
E. Bandgap absorption

SKCHTOHHOE NOIJIOWEeHHEe
E. Exiton absorption

ITpuMecHoe norvolente
E. Impurity absorption

doroanekTpuyecKoe
E. Photoelectrical absorption

Yposenb Pepmu

D. Fermi-Kante

E. Fermi level

F. Niveau de Fermi

THOrJI0IenHe

['eHepanusi HepaBHOBECHHIX HOCHTeJeH 3a-

psia MpPH ONTHYEeCKOM OOJIYYEHHH NOJIy-
IPOBOAHHKA
CocTosHHe NOJAYIPOBOAHHMKA, NPH KOTO-

pOoM KOHUeHTpaUHA HOCHTeJeH 3apsjia Ha
BO30YK/JeHHHX YDPOBHAX BHIILE paBHOBeC-
HOlT

BO3HHKHOBEHHE HHBEPCHH HaceJeHHOCTedl
B MONYNPOBOJHHKE B pe3yjbTaTe BO3AehH-
CTBHSI 3JIEKTPHYECKOro MOoJs

[loraomense noAynpoBOAHHKOM ORTHYE-
CKOTO H3lyyeHHs, 00YyCJOBJIEHHOE Nepexo-
JXOM 3JIeKTPOHOB U3 BAJIEHTHOH 30HH B 30-
HY NPOBOILHMOCTH

ITornomesne nOJYNpoOBOAHHKOM ONTHYE-
CKOI'0 H3Jy4YeHHdA, CONPOBOXKAAoLieec 06-
pasoBaHHeM 3KCHTOHA

[lorsioimernne nOJAYNpOBOAHHKOM ONTHYE-
CKOT0 H3JyueHHs, OGYCJNOBJIEHHOE BO3GyxK-
JeHHeM NPUMeCHHX NedeKToB

H3meHende norJolleHusT ONTHYECKOTO H3-
JAY4YCHHS B pPe3yJbTaTe CMeIeHUs] [paHMU-
LIl COOGCTBEHHOrO MOIJIOLIEHHS MOJ BO3-
OeACTBHEM Ha MOJYHPOBOJHMHK 3JEKTpHUE-
CKOT'0 IoJgd

OHepreTHYeCKHH  ypoBeHb, BEePOSATHOCTD
3amoJIHeHHs1 KoTopore pasHa 0,5 mpu Tem-
nepatypax, OTVIMYHBIX OT TeMIepaTypH
albCoONIIOTHOTO HYJA




Hsmenenne MNe '1 TOCT 22622—77 Martepuaianl noxynpoBofxHukoBbie. TepMuHBI B
ompefeneHHst OCHOBHBIX 3JeKTPOPHIHYECKHX MapaMeTpPoB

Moctanosnennem Tocynapctsennoro komutera CCCP mo crampapram or 31.05.82
Ne 2210 cpox BBef€HHSI YCTaHOBJEH .
¢ 01.10.82

Beoznas wactb, [laTeit a63all HCK/IIOUKT, LlleCTOl ab3all H3J0XKHTL B HO-
BOH pelaKIHH: :
(I1podoamenue cm. crp. 126}




(flpodosncenue usmenenus k I'OCT 22622—77)

«B crangapre npuseseH anaBHTHBIE  yKasaredb  COLEDKAUMXCH B HeM
“TEPMHHOB HAa PYCCKOM A3BIKe».: '

ITo BceMy TeKCTY CTAHAAPTA HCKIIOUUTL HHOCTPAHHBLIC 3KBUBAAGHTH CTaHAAPTH-
30BaUKbIX TepMHHOB Ha HeMmeukoM (D), aurauiickom (E) u dpasuysckom (F) szwixax.

AndaBUTHEIE YKA3ATEAH HHOCTPAHHLIX SKBUBAJICHTOB HCKIIOUHTS.

Mpunoxenue. MrocTparRHble SKBUBANECHTH TEPMHUHOB HCK/IIOUHTE.

(MYC Ne 9 1982 1)
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